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(57) Спосіб плазмохімічного травлення напівпрові-
дникових пластин, який полягає у тому, що трав-
лення проводять у плазмі, яку утворюють електри-
чним розрядом у вакуумній камері при постійному
напусканні і відкачуванні робочого газу, а контроль
моменту закінчення процесу плазмохімічного тра-

влення проводять за допомогою двох електричних
зондів,  які вводять в зону розряду,  перший з яких
розташовують біля напівпровідникової пластини зі
сторони відкачування, а другий - зі сторони напус-
кання робочого газу на такій же відстані від плас-
тини, який відрізняється тим,  що значення вели-
чин плаваючого потенціалу плазми, які реєструють
першим і другим електричними зондами, перетво-
рюють в електричні частотні сигнали, частота яких
залежить від величини плаваючого потенціалу
плазми, а самі частотні сигнали порівнюють між
собою і за величиною різниці частот визначають
момент закінчення процесу плазмохімічного трав-
лення.

Корисна модель відноситься до області елект-
ронної техніки і може бути використана в мікро-
електронній технології при формуванні функціона-
льних шарів інтегральних мікросхем.

Відомий спосіб плазмохімічного травлення
[див. а.с. СРСР № 1204087, кл. H01L21/66,1984], в
якому напівпровідникові пластини розташовують у
вакуумній камері, відкачують камеру, напускають
робочий газ в процесі травлення, запалюють роз-
ряд, вводять в зону розряду вимірювальний елек-
трод, який розташовують в місці відкачування
продуктів робочого газу з матеріалом покриття, а
момент закінчення процесу травлення визначають
за зміною потенціалу вимірювального електрода.

Основним недоліком даного способу є його
низька чутливість.

Найбільш близьким технічним рішенням до
корисної моделі, що заявляється, є спосіб плазмо-
хімічного травлення напівпровідникових пластин
[див.  Маишев Ю.П.  и др.  Специфика диагностики
параметров плазмы электрическими зондами в
процесах ионно-лучевого и плазмохимического
травления // Труды ФТИАН. - 1999. - Т.15. - С.86 -
116], в якому травлення напівпровідникових пла-
стин проводять у плазмі, яку утворюють електрич-
ним розрядом у вакуумній камері при постійному
напусканні і відкачуванні робочого газу, а контроль
моменту закінчення процесу плазмохімічного тра-

влення проводять за допомогою двох електричних
зондів,  які вводять в зону розряду,  перший з яких
розташовують біля напівпровідникової пластини зі
сторони відкачування, а другий - зі сторони напус-
кання робочого газу на такій же відстані від плас-
тини, а момент закінчення процесу травлення ви-
значають за зміною різниці плаваючих потенціалів
плазми першого і другого електричних зондів.

Недоліком такого способу є його низька чутли-
вість і достовірність.

В основу корисної моделі поставлена задача
створення способу плазмохімічного травлення
напівпровідникових пластин, в якому за рахунок
введення нових операцій та їхньої послідовності
досягається можливість вимірювати малі різниці
плаваючих потенціалів плазми, що приводить до
підвищення чутливості і достовірності контролю
цільового процесу.

Поставлена задача вирішується тим, що в
способі плазмохімічного травлення напівпровідни-
кових пластин, який полягає у тому, що травлення
проводять у плазмі, яку утворюють електричним
розрядом у вакуумній камері при постійному напу-
сканні і відкачуванні робочого газу, а контроль мо-
менту закінчення процесу плазмохімічного трав-
лення проводять за допомогою двох електричних
зондів,  які вводять в зону розряду,  перший з яких
розташовують біля напівпровідникової пластини зі
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сторони відкачування, а другий - зі сторони напус-
кання робочого газу на такій же відстані від плас-
тини, значення величин плаваючого потенціалу
плазми, які реєструють першим і другим електрич-
ними зондами, перетворюють в електричні частот-
ні сигнали, частота яких залежить від величини
плаваючого потенціалу плазми, а самі частотні
сигнали порівнюють між собою і за величиною
різниці частот визначають момент закінчення про-
цесу плазмохімічного травлення.

На кресленні наведено схему пристрою для
реалізації способу плазмохімічного травлення на-
півпровідникових пластин.

Пристрій містить напівпровідникову пластину
1, вакуумну камеру 2, електрод 3, перший елект-
ричний зонд 4, другий електричний зонд 5, блок
забезпечення 6, перший вхід якого з'єднано з ви-
ходом першого електричного зонда 4, а другий
вхід - з виходом другого електричного зонда 5,
перший частотний перетворювач 7, вхід якого
з'єднано з першим виходом блоку забезпечення 6,
другий частотний перетворювач 8, вхід якого з'єд-
нано з другим виходом блоку забезпечення 6, час-
тотний компаратор 9, перший вхід якого з'єднано з
виходом першого частотного перетворювача 7, а
другий вхід - з виходом другого частотного пере-
творювача 8.

Спосіб здійснюється наступним чином.
Напівпровідникову пластину 1 розташовують у

вакуумній камері 2, де за допомогою систем відка-
чування і напуску робочого газу встановлюють

необхідний технологічний режим тиску робочого
газу, і за допомогою електрода 3 запалюють газо-
вий розряд, який є джерелом хімічно активної пла-
зми. Блоком забезпечення 6 встановлюють робо-
чий режим вимірювання плаваючого потенціалу
плазми першого електричного зонда 4 і другого
електричного зонда 5. Перший електричний зонд
4, який розташовано над напівпровідниковою пла-
стиною 1 зі сторони напускання робочого газу,
фіксує величину плаваючого потенціалу плазми і в
якості інформативного сигналу передає його на
частотний перетворювач 7, де цей сигнал з анало-
гової форми перетворюють у частотний з часто-
тою f1. Другий електричний зонд 4, який розташо-
вано над напівпровідниковою пластиною 1 зі
сторони відкачування, також фіксує величину пла-
ваючого потенціалу плазми і в якості інформатив-
ного сигналу передає його на частотний перетво-
рювач 8, де цей сигнал з аналогової форми
перетворюють у частотний з частотою f2. Далі час-
тотний сигнал з частотного перетворювача 7 по-
дають на перший вхід частотного компаратора 9, а
частотний сигнал з частотного перетворювача 8
подають на другий вхід частотного компаратора 9.
В частотному компараторі 9 сигнали f1 та f2 порів-
нюються між собою, в результаті чого на виході
компаратора 9 отримують результуючий частот-
ний сигнал (∆f),  за величиною якого судять про
момент закінчення процесу плазмохімічного трав-
лення.
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